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In order to investigate influences of catalyst buffer layers and substrates on carbon nanotube (CNT) grown based 
on a floating catalyst chemical vapor deposition (FCCVD), we have evaluated the characteristics of CNTs grown 
on catalyst buffer layers formed on various substrates by using shot blasting (SB) and electron beam evaporation, 
respectively. The comparison of the microstructures of the CNT carpets has indicated the influences not only of 
the catalyst layer but also of the substrate. As the CNT growth temperature increases, both the thickness and 
emissivity of the CNT carpets decrease and, on the contrary, both the heat resistance and G / D ratio increase. 
The later tendency indicates that the crystallinity of the CNT increases as the growth temperature increases. 































CNT成膜基板には、寸法 25 mm×25 mm×0.5 mmの Ti、
W、ステンレス・スチール（SUS）、Cu 板を用いた。基
板表面は 2 つの区画に分け、1 区画は粒径が約 50 µm の
アルミナ微粒子を用いた約 30 秒間の SB 処理を行い、残
りの 1 区画は α-A12O3 を蒸着源とした電子線蒸着(EB)に
より厚さ 20 nmのアルミナ膜を速度 1.0 Å/sで製膜した。 
2.2. CNT 成膜手順 





しつつ窒素と水素をそれぞれ 200 sccmと 100 sccm流しな
がら基板を室温から 3種類の成膜温度（700、800、900 ℃）
のいずれかに約 23 ℃/min の昇温速度で加熱した。成膜温
度に到達した後、水素と窒素の流量及びに炉内圧力は変











SB 処理により担持層を製膜した 4 種類の基板上に
700℃で成長させた CNT 集合体の SEM 像を Fig. 1 に示
す。この図から、W、Cu、SUS 基板上には束状の CNT、








Fig. 2は、異なる条件で Ti基板に製膜した CNT集合体
の分光放射率の測定結果であり、EB処理による担持層上




















Fig.1 SEM images of (a), (b), (c), and (d) correspond to CNTs 
grown at 700 °C on Ti, W, Cu, and SUS substrates with the 
buffer layer formed by SB, respectively. 
 
Fig. 2 Wavelength dependence of the emissivities of the CNT 
aggregates grown on Ti substrates with the buffer layers formed 
by SB and EB at the three growth temperatures, respectively. 
 
 
Fig. 3 Thermogravimetric analysis results of the CNTs on Ti 




















用的な CNT 製黒化膜の生産が可能になると考えられる。 
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